RFT SCE237 — SCE238 - SCE239

Silizium- npn- Epitaxie- Planar- Transistoren fir den universellen Einsatz in der NF- Technik.
Fur den Einsatz in verkappten Hybridschaltkreisen vorgesehen
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Warmewiderstand Ruja
auf Glassubstrat 7x7x1mm <0,7K/mW
auf Keramik 30x12x1mm < 0,45K/mwW

Grenzwerte giltig fur den Betriebstemperaturbereich

SCE238 SCE239 SCE237
Uso = 30V 30V 50V
Uckeo = 20V 20V 45V
Ueeo = 5V 5V 5V
I = 100mA
Prot = (bei 9, =45°C) 150mwW
Qjmax = +150°C
92 = -55 ... +125°C
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RFT SCE237 — SCE238 - SCE239

Statische Kennwerte (bei 3,=25°C -5K)

Icso (bei Ucg = 30V) SCE238, SCE239 <
lceo (bei Ucg = 50V) SCE237 <
Uericeo (bei lc = 10mA) SCE238, SCE239 2
SCE237 >
Ucesat  (beilc =100mA, |z = 5mA)" typ.
ha1e (bei Uce = BV, Ic = 2mA) Gruppe d
Gruppe e
Gruppe f
D Impulsméssige Messung
Dynamische Kennwerte (3.=25°C -5K)
fr h21e Gruppe d typ.
(bei Uce =6V, e typ.
lc =10mA f typ.
f = 20MHz)
F (bei Uce = 6V, IC = 0,2mA, f=1kHz
Af = 100Hz, Rg = 2kOhm) SCE237,SCE238 <
F (bei Uce = 6V, IC = 0,2mA, Rg= 2kOhm

IA

=0,03 ... 15kHz SCE239

Quelle: Aktive elektronische Bauelemente — 1985

Datasheet Rev. 1.3 — 04/19 — data without warranty / liability

100nA
100nA
20V
45V
220mV

112-280

224-560
450-1120

185MHz
210MHz
265MHz

10dB

4dB



